TOF-SIMS

Introduccion

La Espectrometria de Masas de lones Secundarios por Tiempo
de Vuelo (TOF-SIMS) presenta un conjunto de atractivas
caracteristicas entre las que podemos resaltar la elevada
resolucién espacial en la generaciéon de imagenes con
informacién elemental y molecular y su gran sensibilida.

Entre las ventajas mas notorias es la posibilidad de
proporcionar informacion elemental y molecular, que no puede
obtenerse con las técnicas tradicionales de analisis de
superficies como el XPS 6 AES.

Esta técnica de analisis de superfices combina al instante tres
importantes caracteristicas:

Sensibilidad éptima
Alta resolucion espacial

Informacién molecular

Otra de las ventajas que ofrece esta técnica es la posibilidad de
obtener imagenes con informacién elemental y molecular de
elevada resolucion lateral (100nm) y elevada sensibilidad (<0.01
at.% en imagen y 0.0001% elemental) .

Cualquier muestra solida es susceptible de ser analizada por
TOF SIMS, por ello, esta técnica permite analizar desde
delicadas moléculas organicas y materiales biocompatibles,
hasta minerales naturales, aceros y materiales nano-
estructurados, entre muchos otros.
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Otra de las ventajas que ofrece esta técnica es la posibilidad
de obtener imagenes con informacion elemental y molecular
de elevada resolucion lateral (100nm) y elevada sensibilidad
(<0.01 at.% en imagen y 0.0001% elemental) .

La sensibilidad de la técnica es muy elevada, tanto que en un
proceso tipico de adquisicion de datos, cuando soélo se ha
arrancado una fraccion de la monocapa mas externa, ya se
tiene una completa informacién del material, antes de que la
superficie sea visible 6 apreciablemente modificada. Es por ello
que se considera que la técnica TOF_SIMS tiene un caracter
eminentemente no destructivo

Una de sus peculiaridades reside en la capacidad para
proporcionar informacion molecular con resolucion espacial,
utilizando para este propdsito un cafién primario (Ga LMIG)
focalizado en una superficie del orden de 100nm, lo que
permite estudiar la distribucion de especies moleculares, con
resolucion lateral sub-micrométrica.

Cualquier muestra solida es susceptible de ser analizada por
TOF SIMS, por ello, esta técnica permite analizar desde
delicadas moléculas organicas y materiales biocompatibles,
hasta minerales naturales, aceros y materiales nano-
estructurados, entre muchos otros.
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Diagrama esquematico TOF-SIMS IV

Caracteristicas técnicas
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Modos de Operacién

e Espectroscopia Superficial

— Informacién elemental y molecular
— Sensibilidad ppm
— Resolucién de masas >10 000

¢ Imagen analitica de la Superficie

— Resolucién lateral < 100 nm
— Deteccion en paralelo de masas

o Perfiles en Profundidad

— Resolucién en profundidad < 1 nm
— Rangoentre 1 nm a > 10 ym
— ldeal para aislantes
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